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陥における XPS 束縛エネルギーの第一原理的研究」と題し、全６章から構成されている。 
 炭化珪素(SiC)はパワーデバイスとしての応用が期待されるワイドギャップ半導体である。素子と






アルミニウム、n 型として窒素、燐を取り扱っている。計算結果を用いて XPS 束縛エネルギーと格
子欠陥構造の関係について解析している。更に、形成エネルギー計算から安定な欠陥種を同定し、
将来観測されると期待される XPS ピークについて予測している。 








が多い n 型欠陥について、PBE96 が十分な精度を示すことも確認している。 









可能性の高い XPS ピークについて予測している。 
 第６章では、本論文の結果についてまとめている。 
 以上、本論文の著者は、SiC 中の不純物原子による XPS 束縛エネルギーと格子欠陥構造の関係、
観測スペクトル予測について新しい知見を提供している。緩和エネルギーと局在軌道の関係は SiC
に限らず、広く半導体一般に成立する知見である。このため、この研究成果は、半導体分野の発展
に貢献し、理学分野へ寄与するところが少なくない。 
よって，本論文の著者は博士(理学)の学位を受ける資格があるものと認める。 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査会委員で試問を行い、当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
 
